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FONTE DE LARGA BANDA ESPECTRAL COM EMISSAO POTENTE NA REGIAO DO
INFRAVERMELHO PROXIMO (BANDA C)

Tacita Ansanello Ramos (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Newton Cesario Frateschi (Orientador),
Instituto de Fisica “Gleb Wataghin” - IFGW, UNICAMP

A fabricagcdo de um emissor de grande intensidade de luz “branca”, isto €, pouco coerente, e em
apenas uma direcdo é de interesse para imageamento infravermelho. Para tal, requer-se
primeiramente que a emissao do laser seja baseada na amplificagdo de emissdo espontanea,
evitando-se ao maximo a formagdo de modos Opticos ressonantes. No intuito de eliminar a
formagao de modos ressoante e ao mesmo tempo permitir a reflexdo dos fétons em um dos
espelhos do laser, buscando a emissao de luz em apenas uma diregcédo, € necessario desenvolver
camadas anti-refletoras e refletoras, a serem depositadas nos espelhos do laser. Com uma
corrente aplicada ao laser, fétons sao gerados dentro da cavidade optica e ao atingirem a camada
refletora retornaram saindo do laser apenas através da camada anti-refletora. Neste trabalho,
apresentaremos os resultados do desenvolvimento de um emissor de luz a partir da fabricacao de
lasers de semicondutor do tipo ridge (5 um x 1um), emitindo em 1500 nm, e do desenvolvimento de
camadas anti-refletoras utilizando a mistura de 50%de SiO e 50% de SiO, gerando uma
refletividade do espelho 100 vezes menor que antes da deposi¢do, e de camadas refletoras feitas

como espelhos de Bragg com camadas de Si e SiO,, gerando uma refletividade proxima a 80%.
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